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受付番号 発明名称 発明者

1 S11-001 Si微細表面加工 金森義明

2 T04-276 サブ波長周期格子を用いたレーザ装置 羽根　一博、金森　義明

3 T06-245
太陽光集光器とこれを用いた太陽電池および太陽集熱
器

金森　義明

4 T06-070 分光計測装置 大寺康夫

5 T06-167 半導体集積回路装置及びその製造方法
羽生　貴弘、望月　明、白濱　弘勝、三浦　成友、大野
英男

6 T06-173
不純物のドーピング方法及びこれを用いた半導体装置
の製造方法

黒木　伸一郎、伊藤　隆司、小谷　光司

7 T06-190 波長フィルター 大寺康夫

8 T07-061
情報記録媒体、情報再生方法、情報記録方法、情報記
録及び／又は再生装置

山本　正樹

9 T07-148 電磁波放射素子 尾辻　泰一

10 T07-229
固体電解質、その製造方法、および固体電解質を備える
二次電池

前川　英己、髙村　仁、折茂　慎一、松尾　元彰、中森
裕子、安東　真理子、野田　泰斗、唐橋　大樹

11 T08-051
構造物欠陥の映像化方法、構造物欠陥の映像化装置、
気泡や病変部の映像化方法および気泡や病変部の映像

山中　一司、小原　良和、新宅　洋平

12 T08-080 発電装置 中村　健二、一ノ倉　理

13 T09-020 絶縁膜への金属の平坦化埋め込み方法 黒木　伸一郎、伊藤　隆司

14 T09-030 可視光応答性ルチル型二酸化チタン光触媒 正橋　直哉、水越　克彰、古原　忠、宮本　吾郎
15 T09-087 相変化材料および相変化型メモリ素子 須藤　祐司、小池　淳一、齊藤　雄太、鎌田　俊哉

16 T09-181 音空間収音装置 坂本　修一、小玉　純一、鈴木　陽一
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『New Boride(Na-Si-B)』 

① PCT/JP2011/68619 (PCT) 

Fig１：SEM image of New Boride 
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Possible for ①Pressure less sintering、 

② Low temperature sintering（700℃～900℃）to create new 
Boride(Na-Si-B) which has heat-resistance &  wear-resistance     
→ Low cost 

Invention： 
New Boride 
(Na-Si-B) 

Table１： Features 
Invention： 
New Boride 
(Na-Si-B) 

Inventors: Professor. Yamane,  

              Assistant Professor. Morito ,etc 

Material transfer is welcome !  
※MTA/Option  contract is mandatory 

P 



『 New material for PRAM』 

Fig１: Operative Example 

New material for PRAM with thermal stability 

※２ ： Low is better 

※１ ：To keep thermal stability, Large Crystallization Temperature  & Activation energy are better  

※３：102 is needed for “Read Accuracy” 

Invention： 
New material 
 for P-RAM 

①Application Number 2009-210881 (JP) 

②PCT/JP2010/65991（PCT）  

③Application Number 99130750(TW)  

Table１：Feature 
 

GeSbTe  
ex)Ge:22.2%,Sb22.2%,Te Rest 

Crystalli
zation  
Temper
ature 

Additi
onal  
Eleme
nt 
 

Activatio
n energy 
 

Melting 
Temper
ature 

Electrical 
 resistivity 
 

Inventors: Professor.Koike, 

               Associate Professor Sudo,etc 

Material transfer is welcome !  
※MTA/Option  contract is mandatory 
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『 New low-k  material 』 

Fig.1： Neutral Particle Beam Processing Apparatus  

Invention：  
New low-k   
material  

Possible for New low-k material  
with k=1.3 & E=5GPa ! 

Invention： 
Low-k material  

①Application2009-242692  (JP) 

② PCT/JP2010/67449 (PCT)  

③ Application Number 99133871 (TW)  

Conventional material 

What is “Neutral Particle Beam?” 

Neutral 
Particle 
Beam 

Pulse-Time-
Modulated 
Plasma 

Bottom  electrode 

Top  electrode 

Bias  
Power 

Inventors: Professor.Samukawa,etc 
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